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Beschreibung: Die stete Miniaturisierung mikro‐ und nanoelektronischer Bauele‐
mente führt zu dem Problem, das kritische Bauelementdimensionen in den Sub‐
10 nm‐Bereich  fallen und  somit quantenmechanische Effekte wie das Tunneln
parasitär  auftreten  und  das  klassische  Verhalten  der  Bauelemente  überlagern
oder gar ganz zerstören. Der Aufwand, der gegenwärtig betrieben werden muss,
um diese Effekte zu unterdrücken,  ist enorm. Daraus  leitet sich nun die Frage‐
stellung ab, ob es nicht  sinnvoller  ist, einen Paradigmenwechsel  in der Mikro‐
und  Nanoelektronik  herbeizuführen  und  die  klassischen  Bauelementkonzepte
durch  quantenmechanische  Konzepte  (z.  B.  durch  Tunneltransistoren)  zu  er‐
setzen, die gezielt auf eben diesen Effekten beruhen. 

 

 

Aufgabe ist die Etablierung einer  Prozess‐
sequenz  für  die  Herstellung  vertikaler,
selbstjustierter  MOS‐Gate‐Strukturen  für 
vertikale Tunneltransistoren, die über den
Feldeffekt nur auf die  intrinsischen Kanal‐
gebiete der Tunneltransistoren einwirken. 
Nach  Abschluss  der  dafür  erforderlichen
Technologiearbeiten sollen  in Zusammen‐
arbeit mit der Epitaxie‐ und der Quanten‐
elektronikgruppe des IHT Tunneltransisto‐
ren  hergestellt  und  elektrisch  charakteri‐
siert werden. 
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Abbildung: Schematischer Aufbau eines 

vertikalen Tunneltransistors 

 

Diese  Arbeit  bietet    die Möglichkeit,  die  Prozessabfolge  zur Herstellung  eines 
Halbleiterbauelementes,  wie  sie  auch  in  der  Industrie  Anwendung  findet, 
kennenzulernen und zum Teil zu erlernen und Fertigkeiten  für bzw. Kenntnisse 
über die elektrische Charakterisierung von Halbleiterbauelementen zu erlangen.
 

Vorkenntnisse  im  Bereich  der  Halbleitertechnik,  Halbleitertechnologie  und
Quantenelektronik sollten vorhanden sein. 
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